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(57)  약

본  개시  사 하는 학 상 착 (initiated chemical vapor deposition; iCVD)  하여 다

아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  연막  하는 에 한 것 , 개시  사 하는 학 

상 착 (initiated chemical vapor deposition; iCVD)  하여 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열

고  합 하는  단계,  상  합  가  고 (cross-linking  polymer)  블 킹  막(Blocking

dielectric layer)  사 하고, 상  블 킹 막 상에 iCVD 공  통해 고  폴리  하는 단계 

상  블 킹 막 상에 상  고  폴리 가 착 어 리 특  타내는 고  연막  하는 단

계  포함한다.

  도

공개특허 10-2020-0088101

- 1 -

공개특허 10-2020-0088101



(52) CPC특허

     H01L 21/02107 (2013.01)

     H01L 21/02118 (2013.01)

     H01L 21/02225 (2013.01)

     H01L 21/0262 (2013.01)

  지원한 가연 개 사업

    과 고     1711073414( 과 :2017M3A6A5052509)

    처           과학 보통신

    연 리 문           한 연 재단

    연 사업       원천 개 사업

    연 과       상 착 고   고 능 연 재 개 (2018)

     여         1/1

    주         한 과학 원

    연 간        2018.03.01 ~ 2018.12.31

공개특허 10-2020-0088101

- 2 -



  

청

청 항 1 

개시  사 하는 학 상 착 (initiated chemical vapor deposition; iCVD)  하여 다 아크릴

트(Diacrylate) 계열  고  합 하는 단계; 

상  합  가  고 (cross-linking polymer)  블 킹 막(Blocking dielectric layer)  사 하고,

상  블 킹 막 상에 iCVD 공  통해 고  폴리  하는 단계; 

상  블 킹 막 상에 상  고  폴리 가 착 어 리 특  타내는 고  연막  하는 단

계

 포함하는 iCVD 공  한 고 능 고  연막   . 

청 항 2 

1항에 어 ,

상  고  합 하는 단계는

개시  열 해하여  (free radical)  하고, 상    하여 단량체  하

여 연쇄 합 시키는 iCVD 공  하여 다 아크릴 트 계열  단량체  상  다 아크릴 트 계열

 고  합 하는, iCVD 공  한 고 능 고  연막   .

청 항 3 

2항에 어 ,

상  다 아크릴 트 계열  단량체는

다 아크릴 트 계열  에틸  리  다 아크릴 트(Di(ethylene glycol)  diacrylate),  1,3- 탄

다 아크릴 트(1,3-Butanediol  diacrylate),  틸  리  다 아크릴 트(Neopentyl  glycol

diacrylate),  1,4- 탄  다 아크릴 트(1,4-Butanediol diacrylate)   1,6-헥산  다 아크릴 트

(1,6-Hexanediol diacrylate)  어느 하  것  특징  하는, iCVD 공  한 고 능 고  연막

 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  고  폴리  하는 단계는

 압과 계  연  타내는 상  합  가  고  상  블 킹 막  사 하고, 상

블 킹 막 상에 개시  열 해하여  (free radical)  하고, 상    하여

단량체  하여 연쇄 합 시  상  고  폴리  착하는, iCVD 공  한 고 능 고

연막   .

청 항 5 

4항에 어 ,

상  고  연막  하는 단계는

상  블 킹 막 상에 상  고  폴리  착하여  nm  얇  께에  μm  께 지 게 

착 가능하 , 빠  착 도, 우 한 연특 과 연  타내는 상  고  연막  하는 것  특징

 하는, iCVD 공  한 고 능 고  연막   .
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청 항 6 

개시  사 하는 학 상 착 (initiated chemical vapor deposition; iCVD)에 해 합  다 아크

릴 트(Diacrylate) 계열  고  블 킹 막(Blocking dielectric layer)  사 하고, 상  블 킹

막 상에 iCVD 공  고  폴리  착하여 , 리 특  타내는 것  특징  하는

고  연막.

청 항 7 

6항에 어 ,

상  고  폴리 는

폴리  트릿(Polymer electret) , 상  iCVD 공  해 3nm  께  상  블 킹 막 상에 착

는 것  특징  하는 고  연막.

청 항 8 

6항  7항  고  연막  포함하는 막 트 지  . 

청 항 9 

8항에 어 ,

상  막 트 지  는

 게 트(bottom gate) 막 트 지   것  특징  하는, 막 트 지  .

 

   야

본  개시  사 한 학 상 착 공  한 고 능 고  연막     그에 해 [0001]

 고  연막에  한  것 ,  보다  상 하게는  개시  사 하는  학  상  착  (initiated

chemical vapor deposition; iCVD)  하여 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  연막  하

는 에 한 것 다. 

 경  

미  웨어러블  하여, 보  하는 리  역시 연하   동  가능해야 한다.[0002]

에는 연 리  하  해 고  연막  사 었 ,  고   연막 [0003]

들어, 액상 공   연막  경우, 연 특    압  지 않아  꺼운 께  연막  사

할  에 없는 한계가 재하 다.

듯, 에는 꺼운 연막 사  해 프 그 / 징 압(programming/erasing voltages)  [0004]

  에 없 므   연 리  에 어 움  재하 다.

 내

해결하 는 과

본     한계  극복하  해, iCVD 공  하여 얇  께에 도 우 한 연 특[0006]

(   압)  계  연  가지는 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  연막  하고

 한다. 

과  해결 단
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본  실시 에  iCVD 공  한 고 능 고  연막    개시  사 하는 학 [0007]

상 착 (initiated chemical vapor deposition; iCVD)  하여 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열

고  합 하는  단계,  상  합  가  고 (cross-linking  polymer)  블 킹  막(Blocking

dielectric layer)  사 하고, 상  블 킹 막 상에 iCVD 공  통해 고  폴리  하는 단계

 상  블 킹 막 상에 상  고  폴리 가 착 어 리 특  타내는 고  연막  하는

단계  포함한다.

상  고  합 하는 단계는 개시  열 해하여  (free radical)  하고, 상   [0008]

 하여 단량체  하여 연쇄 합 시키는 iCVD 공  하여 다 아크릴 트 계열  단량체

 상  다 아크릴 트 계열  고  합 할  다.

상  다 아크릴 트  계열  단량체는  다 아크릴 트  계열  에틸  리  다 아크릴 트[0009]

(Di(ethylene glycol) diacrylate), 1,3- 탄  다 아크릴 트(1,3-Butanediol diacrylate), 틸 

리  다 아크릴 트(Neopentyl  glycol  diacrylate),  1,4- 탄  다 아크릴 트(1,4-Butanediol

diacrylate)  1,6-헥산  다 아크릴 트(1,6-Hexanediol diacrylate)  어느 하   다.

상  고  폴리  하는 단계는  압과 계  연  타내는 상  합  가  고[0010]

상  블 킹 막  사 하고, 상  블 킹 막 상에 개시  열 해하여  (free radical)

하고, 상    하여 단량체  하여 연쇄 합 시  상  고  폴리  착할

 다.

상  고  연막  하는 단계는 상  블 킹 막 상에 상  고  폴리  착하여  nm  얇[0011]

께에  μm  께 지 게 착 가능하 , 빠  착 도, 우 한 연특 과 연  타내는 상

 고  연막  할  다.

본  실시 에  고  연막  개시  사 하는 학 상 착 (initiated chemical vapor[0012]

deposition;  iCVD)에  해  합  다 아크릴 트(Diacrylate)  계열  고  블 킹  막(Blocking

dielectric layer)  사 하고, 상  블 킹 막 상에 iCVD 공  고  폴리  착하여 ,

리 특  타낸다. 

상  고  폴리 는 폴리  트릿(Polymer electret) , 상  iCVD 공  해 3nm  께  상  블[0013]

킹 막 상에 착   다. 

본  실시 에  막 트 지  는 고  연막  포함한다.[0014]

상  막 트 지  는  게 트(bottom gate) 막 트 지    다. [0015]

 과

본  실시 에 , iCVD 공  하여 얇  께에 도 우 한 연 특 (   압)  계[0016]

 연  가지는 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  연막  함 , 동  동  매우

얇  께(약 3nm)  고  연막  하여 (bilayer) 연막  할  ,  연 

리 에 할  다. 

또한, 본  실시 에 , 가  고  다양한 매에 지 않고, 착 도가 빠  다 아크릴 트[0017]

(Diacrylate) 계열  고  연막  하고, 고  연막  께   nm 지 , 다  리

특  하 없  동 압(programming/erasing voltages)만  독립    다. 

또한, 본  실시 에 , 매에 취약한  들에 착  가능하 ,  들  보[0018]

하는 시 (passivation)   가능한 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  연막  

할  다. 

또한, 본  실시 에 , 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  연막  통해 14V 하  [0019]

 동  가능한 연 리  할  다. 

도  간단한 

도 1  개시  사 한 학 상 착(initiated Chemical Vapor Deposition; iCVD)  하  한 도[0020]
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다. 

도 2는 본  실시 에  iCVD 공  한 고 능 고  연막    도  도시한 것

다.

도 3  본  실시 에  다 아크릴 트 계열  단량체  하  해 도시한 것 다. 

도 4는 본  실시 에  합  다 아크릴 트 계열  고 에 한 실험 결과  도시한 것 다.

도 5는 본  실시 에  합  다 아크릴 트 계열  고  연 특 에 한 실험 결과  도시

한 것 다.

도 6  본  실시 에  고  연막  한  게 트 에 한 실험 결과  도시한 것 다.

도 7  도 8  본  실시 에  고  연막  한  연 리 에 한 실험 결과

도시한 것 다.

 실시하  한 체  내

하, 본 에  실시 들  첨  도  참 하여 상 하게 한다.  그러  본  실시 들에[0021]

해 한 거  한 는 것  아니다.  또한, 각 도 에 시  동 한 참  는 동 한 재  타낸다.

또한, 본 에  사 는 어(terminology)들  본  직한 실시   하  해 사[0022]

 어들 , 는 시청 , 운  도 또는 본  하는 야   등에  달 질  다.

, 본 어들에 한 는 본  에 걸  내   내 야 할 것 다. 

도 1  개시  사 한 학 상 착(initiated Chemical Vapor Deposition; iCVD)  하  한 도[0024]

다.

본  개시  사 한 학 상 착 공  한 고 능 고  연막     그에 해 [0025]

 고  연막에 한 것 ,  도  1  참 하여 개시  사 한 학 상 착(initiated  Chemical

Vapor Deposition; iCVD)에 해 하 , I는 개시 (initiator), M  단량체(monomer), R   

(free radical)  미하 , P는  에 해 단량체  합  어났  미한다.

개시  열 해에 해      단량체  시  후 주변 단량체들  [0026]

합  도하게 고,   계 어  고  막  하게 다.

개시    하는 에 사 는 도는 상  필 트  가해진 열만  하다.[0027]

, 본  실시 들에  사 는 공 들  낮  도  행   다.  아울러 상 

  압  50 내지 2000 mTorr  , 엄격한 고진공 건  필 하지 않 므 , 고진공 프가

아닌 단  리 프만 도 공  행할  다. 

공  통해 득 는 고  막  물  개시  사 한 학 상 착 (iCVD)  공  변  어함[0028]

 게 할  다.  , 공  압 , 시간, 도, 개시   단량체  량, 필 트 도   

도 등  하는 에  당업 가 함  고  막  량, 하는 막  께, , 착

도 등과 같  물   가능하다.

본  ‘개시 ’는 에  열  공 에 해 해 어  (free radical)  하는 물질[0029]

 단량체  시킬  는 물질  특별  한 지 않는다.  직하게, 개시 는 과산 물   

,  개시 는 TBPO(tert-butyl peroxide, 트- 틸 사 드)   다.  TBPO는 약 110℃  는

 갖는  물질  150℃ 후에  열 해  하는 물질 다.  한편 개시  가량  통상  합 

에 필 한 양  당업계에 공지 어 는 양  첨가할  ,  들어 0.5 내지 5mol%  첨가   

, 상  에 한 지 않고 상  보다 많거    다. 

본  ‘단량체’는 학 상 착 에   가지 , 개시 에 해   는 물질 다.[0030]

감압  승  상태에    , 본  1,4- 탄  다 아크릴 트(BDDA) 단량체  하여

가  고  pBDDA  합 할  다. 

 , 본   내 고  필 트  150℃ 내지 250℃  지하  상  도할  는 ,[0031]
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상  필 트  도는 TBPO 열 해에 어 는   도 , 다  단량체  포함한  물

열 해 지 않는 도 , 다양한  단량체들  학  상 없  고  막    다.

본   실시 에   고  막  1,4- 탄  다 아크릴 트(BDDA)  같  아크릴 트[0032]

(acrylate)  계열  연막 ,  는   연  특  가지므  고 계(high  field)  리  에

합하다. 

도 2는 본  실시 에  iCVD 공  한 고 능 고  연막    도  도시한 것[0034]

고, 도 3  본  실시 에  다 아크릴 트 계열  단량체  하  해 도시한 것 다. 

도  2  참 하 ,  단계  210에 ,  개시  사 하는  학  상  착  (initiated  chemical  vapor[0035]

deposition; iCVD)  하여 다 아크릴 트(Diacrylate) 계열  고  합 한다. 

단계 210  개시  열 해하여  (free radical)  하고,   하여 단량체  [0036]

하여 연쇄 합 시키는 iCVD 공  하여 다 아크릴 트 계열  고  합 하여 가  고

(cross-linking polymer)  할  다. 

 들 , 단계 210에  가열  필 트에 해 개시 가 고,  상에 착 어  단량체들[0037]

 개시 에 해 어  가지게 다.   , 다 아크릴 트는  개  닐  가

지고 어, 고  합  시 , 30 내지 100 mtorr 도  낮  공 압 과 상    도 

건에  진행   다. 

단계 210  iCVD 공  하여  상  다 아크릴 트 계열  단량체  다 아크릴 트 계열  고[0038]

 합 할  다.  도 3  참 하여 하 , 상  다 아크릴 트 계열  단량체는 다 아크릴 트

계열  에틸  리  다 아크릴 트(Di(ethylene glycol)  diacrylate),  1,3- 탄  다 아크릴 트

(1,3-Butanediol diacrylate), 틸 리  다 아크릴 트(Neopentyl glycol diacrylate), 1,4- 탄

 다 아크릴 트(1,4-Butanediol  diacrylate)   1,6-헥산  다 아크릴 트(1,6-Hexanediol

diacrylate)  어느 하   다. 

또한, 상   리, , 산 물, 재, , , 플 틱, 고무, 피   실리  웨   어[0039]

느 하   다.

단계  220에 ,  단계  210  통해  합  가  고 (cross-linking  polymer)  블 킹  막(Blocking[0040]

dielectric layer)  사 하고, 블 킹 막 상에 iCVD 공  통해 고  폴리  한다.  

단계 220   압과 계  연  타내는 합  가  고  블 킹 막  사 하고, 블[0041]

킹 막 상에 개시  열 해하여  (free radical)  하 ,   하여 단량체

 하여 연쇄 합 시키는 iCVD 공  하여 고  폴리  착할  다. 

 , 고  폴리  물질  poly(cyclosiloxane; 사 클 실 산) 또는 poly(perfluorodecylacrylatet; [0042]

플루 틸 타크릴 트) 등  는 것  시하 ,  에도 poly(FMA), poly(IBA), poly(EGDMA),

poly(V3D3), poly(PFDA)  poly(V3D3-PFDA copolymer)  어느 하 가  도 다.

단계 220에  행 는 iCVD 공  단계 210에  행 는 공 과는 다 게, 다 아크릴 트 계열  고[0043]

신 다  물질  사 하는 것  특징  한다.  또한, 단계 220에  행 는 iCVD 공  단계 210에  행

 다 아크릴 트 iCVD 공 과 비 하  , 상  낮  공  도   공  압  사 하는 것

 특징  한다. 

단계 230에 , 블 킹 막 상에 고  폴리 가 착 어 리 특  타내는 고  연막  한[0044]

다. 

단계 230  블 킹 막 상에 고  폴리  착하여  nm  얇  께에  μm  께 지 게[0045]

착 가능하 , 빠  착 도, 우 한 연특 과 연  타내는 고  연막  할  다.

또한, 본  또 다  에  상  고  연막  포함하는 막 트 지  에 한 것 다.[0046]

상  막 트 지  는  게 트(bottom gate) 막 트 지  , 탑 게 트(top gate) 막 트[0047]

지   또는 IGZO 막 트 지   것  특징  하는 막 트 지    , 에
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한 는 것  아니다. 

도 4는 본  실시 에  합  다 아크릴 트 계열  고 에 한 실험 결과  도시한 것 다.[0049]

보다 상 하게는, 도 4(a)는 본  실시 에  iCVD 공  하여 합  다 아크릴 트 계열[0050]

고  도시한 것 고, 도 4(b)는 합  다 아크릴 트 계열  고  상 (wavenumber)에 한 강도

(intensity) 결과  도시한 것 , 도 4(c)는 합  다 아크릴 트 계열  고  특  도시한 것

다. 

도 4(a)  참 하 , 본  실시 에  다 아크릴 트 계열  1,4- 탄  다 아크릴 트(1,4-[0051]

Butanediol diacrylate; BDDA) 단량체  하여 가  고  pBDDA  합 한 것  할  다.  또한,

도 4(b)  도 4(c)  참 하 , FTIR  통해 고  막  다   상 없  합   었

할  고, AFM  통해  역시 매우 평탄하여 게 트 연막  합한 것  할  다. 

 해,  본   실시 에   합  아크릴 트  계열  1,4- 탄  아크릴 트(1,4-[0052]

Butanediol diacrylate) 고 는 iCVD 공  통해 보다 강한 강도  63.8±1.0˚  특  타내는 것

알  다. 

도 5는 본  실시 에  합  다 아크릴 트 계열  고  연 특 에 한 실험 결과  도시[0054]

한 것 다.

합  고  막   특 ( 연특 )  하  해 pBDDA  하여 - 연체- (metal-[0055]

insulator-metal, MIM)  하 , 50nm 께  알루미늄 극  하 다.

MIM   단  과 미경(transmission  electron  microscope;  TEM)  미지  도 5(a)에 타내었다.[0056]

도 5(a)  참 하 , 한 MIM  단  TEM  찰한 결과, 가  고  pBDDA가 알루미늄(Al) 

극 에 매우 균 하게 착  것  할  다.  특 , pBDDA  께가 17nm 도  매우 얇  께 에

도 하고 핀 (pin hole)  결함(defect)  찰 지 않았는 , 는 상 공  iCVD 공  

개 한 고  연막  다운- (down scalability)  우 한 것  상 다. 

도 5(b)  도 (c)  참 하 , 단  당  량(Ci)  한 결과, 매우 얇  께  해 200nF/cm2[0057]

  량 값  타내는 것  알  다. 

도 5(d)  참 하 , 실  pBDDA  연 특 과 다운- (down scalability)  하  해 께별 MIM[0058]

 하여 에  누 (J-E) 특  하 다.  그 결과, 20nm  얇  께 지도 pBDDA 

연막   압  8MV/cm  매우 우 한 연 특  타내는 것  하 다.  또한, 께  14nm 도

지 여도 여   압  6MV/cm 도  았고, 우 한 연 특  타내었다.   통해 pBDDA가 얇

도 매우   압  필  하는  리  블 킹 연막  합한 것  하

다. 

도 5(e)  도 5(f)  참 하 , pBDDA 연막에 6MV/cm    가하  계  연  트[0059]

진행한 결과, 3.5%  매우  변 에 도 누   가없  우 한 연 특  지하는 것  할

 , 1.2%  변 에  1000  (bending) 후에도 역시 연 특  변 가 없  지 는 것  

할  다.   통해, 본  실시 에  고  연막   연 리  블 킹 연

막  합한 것  하 다. 

, 도 5  참 하 , 본  실시 에  고  연막  매우 얇  께에 도 에 볼  없었  매[0060]

우   압  타내 , 계  연  뛰어  것  알  다.   통해, 본  실시 에 

 고  연막    막 트 지  게 트 연막   가능 과 어, 물 

리  블 킹 막(Blocking dielectric layer)  합한 것  할  다.  

또한, 본  실시 에  고  연막  매우 얇 도 우 한 연특  블 킹 연막 므 , 단[0061]

 고   함 , 리  할  다. 
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도 6  본  실시 에  고  연막  한  게 트 에 한 실험 결과  도시한 것 다.[0063]

보다  상 하게는,  도  6(a)는  다 아크릴 트  계열  1,4- 탄  다 아크릴 트(1,4-Butanediol[0064]

diacrylate)  블 킹 막  사 하는 -게 트 TFT(bottom-gate TFT)   도시한 것 고, 도

6(b)  도6(c)는 트 (transfer) 특  그 프  도시한 것 다.

Bilayer 연막  하여 도 6(a)에 도시   같  p-타  타 (p-type pentacene)   막 트[0065]

지  하 다. 

도 6(b)  도 6(c)  참 하 , 한 들  리시 (hysteresis) 없  상   동  하[0066]

는 것  알  다.  특 , 사 한 연막  께가 매우 얇  문에 6V 하   동도 가능하다.

러한 가 리 특  는지 하  해,  게 트 극에 량 상   가하  트[0067]

(transfer) 특  변  살펴보았다.  우 , (bilayer) 연막  한  개  들에 각각

±14V   가하고, 트 (transfer) 특  하 다.  도 6(c)  참 하 ,  가한 향

 트  커브 , 문 압(VT)  동하여  커브 사  거리가 어지는 것  할  다.

특 , (bilayer) 연막에  트릿(electret)  pV3D3 께가 얇아질  문 압 동도(VT shift)[0068]

가 가하여  커브 사  거리가 가하는 것  할  다.  는 게 트 극에 동 한 압  가했

 , pV3D3 께가 어들  pV3D3에 걸리는  가하  문 다.   가하게  결과

 많  양  하들  트릿(electret) 내  원 하게 주 어 트 고,  해 문 압 동도

(VT shift)  가시키는 것 다. 

, 도 6  참 하 , 다 아크릴 트 계열  1,4- 탄  다 아크릴 트(1,4-Butanediol diacrylate)[0069]

블 킹  막  사 하는  경우,  iCVD  공  매  사 하지  않  문에  아 에  는  (underlying

layer)에 상  주지 않아 TFT 에 합한 것  알  , 뛰어  리 특  타내는 것  할

 다. 

도 7  도 8  본  실시 에  고  연막  한  연 리 에 한 실험 결과[0071]

도시한 것 다.

도 7(a)  도 7(b)  참 하 , 게 트 극에 가하는  크  꿔가  문 압(VT)  변  [0072]

한 결과, pV3D3가 꺼워도 가해지는 가 커지  문 압 동도(VT shift)는 가하는 것  할  

다. 

프 그 과 징 압  가하게 어 각각  향  문 압   동하게 고,  해 도[0073]

7(c)에 도시   같  리 도우 역시 가하게 다.  결과 , 본  트릿(electret)

pV3D3  께  , 한 리 도우(약 5V)  득하는  필 한 게 트 압  크  14V 지

  다. 

리는 프 그  압(voltage)  는 것 에도 트  하   시간 안  지하는 , [0074]

보  능  보 (retention) 특 도 하다.  액상 공  한  들  트릿(electret)

께가 얇아질  물과 결함(defect)들 문에 보 (retention) 특  어지는 것  할  다.

다만, 본  iCVD 상 공  하여 고 도  우 한 막질  트릿(electret)  매우 얇  께

 도 하  문에, 도 7(d)  도 7(e)에 도시   같  께에  보 (retention) 특 들 역시 프

그  압(voltage)만 다  뿐, pV3D3 께에 무 하게 변 가 없는 것  하 다.

결과 ,  본   iCVD  공  하여 우 한 막질  (Bilayer)  연막  하고, 트릿[0075]

(electret)  께  3nm 지  문에, 리  다  특 들  하 없  동 압만 14V 지  

므 ,  리   가능하다. 

 리  폴리에틸  프탈 트(polyethylene naphthalate; PEN)  상에 하여 연  평[0076]

가  행한 결과, 도 8  참 하 , iCVD bilayer 리 에 1.6%  압  가해도 리 도우  감

가 없고, 드  (drain current, ID)   상태(on-state)  프 상태(off-state)가 뚜 하게 어

리 특   지하는 것  할  다. 

마찬가지 , 1000  (bending)에도 리 특  하 없  가  동 는 것  할  다.[0077]
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 해, 본  iCVD bilayer 연막  하여 동 압  낮 도 연한 리  할

  하 다. 

상과 같  실시 들  비  한  실시  도 에 해 었 , 해당 야에  통상  지식  가[0079]

진  상  재  다양한   변  가능하다.   들어,  들   과 다

  행 거 , /또는  시 , , ,  등  들   과 다  태

 결합 또는 합 거 , 다   또는 균등물에 하여 거  도 한 결과가 달

 다.

그러므 , 다  들, 다  실시 들  특허청  균등한 것들도 후 하는 특허청  에 한[0081]

다.

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6

도 7
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도 8
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